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M^ORIA DESCRIPTIVA DÉ LA PATBNTF DE INTRODUCCION QUE SE SOL 

CITA POR DIEZ AÑOS POR "UN PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR CHAPAR 

DE SELENIO O BISMUTO PARA RECTIFICADORES SECOS" a favor de don * 

JOSE MARIA GALANTE TEJON,de n acion alidad  ESPAÑOL,residente en - 

B MADRID,calle de BRAVO MURILLO,número 355

Dado que l a  mayoría de l a  en ergía  e lé c t r ic a  se  d istr ib u y e  y sumL 

n is t r a  hoy en forma de corrien te  a lte rn a  y que en determinadas 

a p lic a o io n e s íin d u s tr ia s  qu ím icas,carga de b a te r ía s ,a lim en tac ió n  

de v á lv u la s e tc ) se  p re c isa  en forma de co rrien te  continua se  

10 comprando l a  u t i l id a d  de lo s  sistem as encargados de r e c t i f i c a r  

l a  corriente,A ctualm ente se  emplean para e ste  f in :

A.-Los sistem as dinám icos(conm utatrices o grupos convertido­

re s  )de mal re n d im ie n to ,d if íc il  entretenim iento ^  su je to s  a l  grm 

número de a v e r ia s  mecánicas de lo s  sistem as m óviles,

15 B .-L as v á lv u la s  de a lto  v ac io ,d e  e sca sa  potencia,m al rendimien­

to y co rta  v id a .

C .-Las válvulaA de vapor dé m e rc u r io ,in su st itu ib le s  para l a s  

grandes ten siones y p o ten c ias,so n  de Mal rendimiento a b a ja  ten 

s ió n .

20D*-Los r e c t i f ic a d o r e s  secos de con tactos im p erfecto s,d é  gran 

u t i l id a d  para l a s  medias y pequeñas p o te n c ias,p o r  su  rendimien- 

to .d u reza  y se n c ille z  de entreten im iento .

Un r e c t i f ic a d o r  seco e s tá  formado por dos medios conductores., 

separado por una su b stan cia  sem i-oonductora.EL contactó de uno 

2 5 de lo s  conductores con l a s  su b stan c ia s sem i-conductoras e s 'p e r ­

fec to ,m i en tras que e l  otro contacto e s tá  originado por gran nú­

mero de f in a s  agu ja s c r i s t a l in a s  de l a  m ateria semi-conductoi'a 

que tocan a l  conductor.Este ultim o contacto es im perfecto y lo s  

e lectron esfd en tro  de c ie r to s  lím ite s  de ten sión )son  capaces 

SOde pasar a trav és de é l  solamente en un se n tid o .E s tá  es l a  '
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-propiedad que u tilizam os para r e a l iz a r  l a  r e c t i f ic a c ió n .

! 9 0 8 2 6

¡Eh nuestro caso e l  conductor que r e a l iz a  e l contacto perfec­
to es una chapa m etá lica  sobre l a  que se d ep o sita  e l  medio 

semi-conductor en forma de f in a  capa de se len io  o bismuto 

8 m etálicos.Sobre e s ta  se coloca e l o tro  medio conductor cons­

t itu id o  por una p e líc u la  de m etal.
La capa de se len io  o bismuto p re c isa  un delicado tratam iento 

térmico para conseguir l a  formación de lo s  c r i s t a l e s  conduc­

to r e s .

10 NOTA REIVINDICATORIA

ls .- u n  procedimiento para fa b r ic a r  chapas de se len io  o bismu­

to para r e c t i f ic a d o r e s  se c o s ,c a ra c te r iz a d o  por quesee toma unas 

chapa m etálica  se troquela o co rta  a l a s  dimensiones deseadas 

(que depende de l a  in tefisidad  que áe desee co n se g u ir) ,se  de­

i s  p o s ita  sobre e l l a  una capa de se le n io  o bismúto(cuyo espesor

depende d el v a lo r  de l a  r e s i s t e n c ia  que se desea obtener tan­
to en un sentido  como en o tr o ) ,s e  r e a l iz a  un prensado,que

combinado con una elevación  l ig e r a  de tem peratura ase gura 
l a  adherencia d el se len io  o bismuto a l a  chapa y se  somete e l

30 conjunto a un tratam iento térmico para hacsr pasar parte  de 
esto s m etaloides a l  estado a lo tró p ico  m etá lico .

3 2 .-m  mismo procedimiento de l a  re iv in d icac ió n  an terio r  ca­

rac te rizad o  por que ,se  d ep o sita  una capa m etá lica  sobre l a  caía 

l ib r e  d el m etaloide por p in tu ra  o m etalizado a fuego o p is - *
38 to la .

3 2 .-un procedimiento para fa b r ic a r  chapas de se len io  o bismuto 
para r e c t i f ic a d o r e s  se c o s .

Consta e s ta  memoria de DOS h o jas fo l ia d a s  y e s c r i t a s  por una 
so la  c a ra .

SO Madrid 13 de D iciem bre de 1 . 949
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